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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に半導体チップの電極と電気的に接続される電極パッドが形成されると共に、裏面
に前記電極パッドと電気的に接続された外部接続パッドが形成されたパッケージ基板と、
　前記パッケージ基板の表面に載置され、前記電極が前記電極パッドに電気的に接続され
た半導体チップと、
　側面に周方向に沿って全周にわたり形成された複数の突条を備え、一端が前記電極パッ
ドと電気的に接続された柱状の表面側端子であって、前記一端側に前記半導体チップが配
置される方向に突き出した段差部を備えた表面側端子と、
　前記半導体チップを封止樹脂で封止すると共に、前記表面側端子の他端が表面に露出す
るように前記表面側端子の周囲を覆う封止樹脂層と、
　を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記表面側端子は、前記パッケージ基板に対し垂直に立てられていることを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記表面側端子の柱状部は、円柱状又は円錐状であることを特徴とする請求項１又は２
に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記表面側端子は、前記パッケージ基板上に積層した金属膜を複数回に分けてエッチン
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グして形成されたことを特徴とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の半導体装
置。
【請求項５】
　前記突条は、エッチング時のサイドエッチにより形成されたことを特徴とする請求項４
に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記封止樹脂層の表面に形成された再配線パッドと、
　前記封止樹脂層の表面に形成され、前記表面側端子の他端と前記再配線パッドとを電気
的に接続する接続配線と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１から５までのいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　複数のパッケージ基板に分割されるフレーム基板に、パッケージ毎に、パッケージ基板
の表面に半導体チップの電極と電気的に接続される電極パッドを形成すると共に、パッケ
ージ基板の裏面に前記電極パッドと電気的に接続された外部接続パッドを形成する工程と
、
　前記フレーム基板上に金属膜を積層し、一端が各々対応する前記電極パッドと電気的に
接続される柱状の表面側端子が複数形成されるように、前記金属膜の表面に所定パターン
の第１のマスクを形成する工程と、
　前記第１のマスクを用いて前記金属膜が所定厚さになるまで第１のエッチングを行う工
程と、
　前記第１のエッチングにより形成された柱状部の側面を保護する第２のマスクを形成し
、前記第１のマスク及び前記第２のマスクを用いて前記パッケージ基板が露出するまで第
２のエッチングを行う工程と、
　パッケージ毎に、前記パッケージ基板の表面に前記半導体チップを載置し、前記電極を
前記電極パッドに電気的に接続する工程と、
　前記表面側端子の一端が露出するように、前記フレーム基板上に前記表面側端子と同じ
高さの封止樹脂層を形成し、前記半導体チップの各々を封止樹脂で封止する工程と、
　前記半導体チップの各々がパッケージ毎に収納されると共に、前記電極パッド、前記外
部接続パッド、前記表面側端子、及び前記封止樹脂層の各々がパッケージ毎に形成された
前記フレーム基板をスクライビングして、個々のパッケージに分割する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の半導体装置を製造する半導体装置の製造方法であって、
　複数のパッケージ基板に分割されるフレーム基板に、パッケージ毎に、パッケージ基板
の表面に半導体チップの電極と電気的に接続される電極パッドを形成すると共に、パッケ
ージ基板の裏面に前記電極パッドと電気的に接続された外部接続パッドを形成する工程と
、
　前記フレーム基板上に金属膜を積層し、一端が各々対応する前記電極パッドと電気的に
接続される柱状の表面側端子が複数形成されるように、前記金属膜の表面に所定パターン
の第１のマスクを形成する工程と、
　前記第１のマスクを用いて前記金属膜が所定厚さになるまで第１のエッチングを行う工
程と、
　前記第１のエッチングにより形成された柱状部の側面を保護する第２のマスクを形成し
、前記第１のマスク及び前記第２のマスクを用いて前記パッケージ基板が露出するまで第
２のエッチングを行う工程と、
　パッケージ毎に、前記パッケージ基板の表面に前記半導体チップを載置し、前記電極を
前記電極パッドに電気的に接続する工程と、
　前記表面側端子の他端が露出するように、前記フレーム基板上に前記表面側端子と同じ
高さの封止樹脂層を形成し、前記半導体チップの各々を封止樹脂で封止する工程と、
　前記封止樹脂層の表面に、パッケージ毎に、再配線パッドを形成すると共に、前記表面
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側端子の他端と前記再配線パッドとを電気的に接続する接続配線を形成する工程と、
　前記半導体チップの各々がパッケージ毎に収納されると共に、前記電極パッド、前記外
部接続パッド、前記表面側端子、前記封止樹脂層、前記再配線パッド、及び前記接続配線
の各々がパッケージ毎に形成された前記フレーム基板をスクライビングして、個々のパッ
ケージに分割する工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記金属膜の表面に形成される前記第１のマスクは、前記電極パッドの前記表面側端子
と接続される接続パッド部の各々に対向する位置に小円形のマスクが複数配置されたパタ
ーンで形成されたことを特徴とする請求項７又は８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　第２のエッチングを、第１のエッチングよりもサイドエッチが大きくなる条件で行うこ
とにより、前記表面側端子の前記電極パッドと電気的に接続される一端側を、前記封止樹
脂層の表面に露出する他端側よりも細くすることを特徴とする請求項７から９までのいず
れか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２のマスクと共に、前記第１のエッチング後に残った金属膜の表面に前記第２の
マスクから前記半導体チップが配置される方向に延びる第３のマスクを更に形成し、前記
第１のマスク、前記第２のマスク、及び前記第３のマスクを用いて前記パッケージ基板が
露出するまで第２のエッチングを行い、前記表面側端子の前記電極パッドと電気的に接続
される一端側に、前記半導体チップが配置される方向に突き出した段差部を形成すること
を特徴とする請求項７から９までのいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に係り、特に、両面電極構造の半導体装置（両
面電極パッケージ）及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、携帯電話など電子機器の小型化により、より実装密度の高い３次元パッケージ技
術の開発が進められてきた。３次元パッケージ技術の中では、１つのパッケージ上に別の
パッケージを積層するパッケージ・オン・パッケージ（ＰＯＰ）という方法が有望である
。ＰＯＰでは、３層、４層といった多層にわたるパッケージの積層も提案されている（特
許文献１参照）。
【０００３】
　図１８に従来のＰＯＰの代表的な構造を示す。このＰＯＰ構造では、パッケージ１の上
に、別のパッケージ２が積層されている。下側のパッケージ１では、半導体チップがフリ
ップチップ接続されている。また、パッケージ１は、その裏面側に接続端子として半田ボ
ールが設けられており、その表面側には半田ペーストを塗布してランド部が設けられてい
る。
【０００４】
　上側のパッケージ２では、半導体チップがワイヤボンド接続され、樹脂で封止されてい
る。また、パッケージ２にも、裏面側に接続端子としてランド部が設けられている。パッ
ケージ２のランド部は、積層状態でパッケージ１と対向する位置に設けられている。そし
て、上側のパッケージ２のランド部は、半田ボール３によって、下側のパッケージ１のラ
ンド部に電気的に接続されている。
【特許文献１】特開平１１－２６０９９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、従来のＰＯＰには種々の課題がある。例えば、（１）パッケージ同士の
積層であるため、半導体チップのスタックに比べて取り付け高さを低くできない、（２）
パッケージに反りが発生すると、電気的な接続信頼性が低下する、（３）下側のパッケー
ジは封止が不十分になるため、耐湿信頼性が低下する、（４）パッケージに接続端子とし
て設けられる半田ボールの径を小さくするにも限界があるため、半導体チップの多ピン化
に対応できない、等である。これらの課題は、何れも積層される各パッケージの構造に起
因するものである。
【０００６】
　上記のＰＯＰには、両面電極パッケージが使用される。両面電極パッケージは、少なく
とも、半導体チップと接続される内部配線と、パッケージ表面側の電極と内部配線とを接
続する貫通電極と、パッケージ裏面側の電極と内部配線とを接続する貫通電極と、を備え
ている。上述した従来のＰＯＰの課題を解決するためには、信頼性、生産性、及び汎用性
に優れた構造の両面電極パッケージを開発する必要がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑み成されたものであり、本発明の目的は、簡易且つ低コストに
製造でき、他のパッケージとの接続信頼性及び耐湿信頼性に優れた構造の両面電極パッケ
ージを提供することにある。また、本発明の他の目的は、他のパッケージとの接続信頼性
及び耐湿信頼性に優れた構造の両面電極パッケージを、簡易且つ低コストに製造できる製
造方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明の更に他の目的は、半導体チップのピンの数や大きさに応じて、任意のレイアウ
トで内部配線（電極パッド）を形成できる構造の両面電極パッケージを、簡易且つ低コス
トに製造できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の半導体装置は、表面に半導体チップの電極と電気的
に接続される電極パッドが形成されると共に、裏面に前記電極パッドと電気的に接続され
た外部接続パッドが形成されたパッケージ基板と、前記パッケージ基板の表面に載置され
、前記電極が前記電極パッドに電気的に接続された半導体チップと、側面に周方向に沿っ
て全周にわたり形成された複数の突条を備え、一端が前記電極パッドと電気的に接続され
た柱状の表面側端子であって、前記一端側に前記半導体チップが配置される方向に突き出
した段差部を備えた表面側端子と、前記半導体チップを封止樹脂で封止すると共に、前記
表面側端子の他端が表面に露出するように前記表面側端子の周囲を覆う封止樹脂層と、を
含むことを特徴としている。
【００１０】
　本発明の半導体装置において、前記表面側端子は、前記パッケージ基板に対し垂直に立
てられていることが好ましい。また、前記表面側端子は、円柱状又は円錐状であることが
好ましい。
【００１１】
　また、前記表面側端子は、前記電極パッドと電気的に接続される一端側を、前記封止樹
脂層の表面に露出する他端側よりも細くすることができる。或いは、前記表面側端子は、
前記電極パッドと電気的に接続される一端側に、前記半導体チップが配置される方向に突
き出した段差部を備えていてもよい。
【００１２】
　また、前記表面側端子は、前記パッケージ基板上に積層した金属膜を複数回に分けてエ
ッチングして形成することができる。前記表面側端子の側面の前記突条は、エッチング時
のサイドエッチにより形成することができる。
【００１３】
　また、本発明の半導体装置は、前記封止樹脂層の表面に形成された再配線パッドと、前
記封止樹脂層の表面に形成され、前記表面側端子の他端と前記再配線パッドとを電気的に
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接続する接続配線と、を更に含んでいてもよい。
【００１４】
　上記目的を達成するために本発明の半導体装置の製造方法は、複数のパッケージ基板に
分割されるフレーム基板に、パッケージ毎に、パッケージ基板の表面に半導体チップの電
極と電気的に接続される電極パッドを形成すると共に、パッケージ基板の裏面に前記電極
パッドと電気的に接続された外部接続パッドを形成する工程と、前記フレーム基板上に金
属膜を積層し、一端が各々対応する前記電極パッドと電気的に接続される柱状の表面側端
子が複数形成されるように、前記金属膜の表面に所定パターンの第１のマスクを形成する
工程と、前記第１のマスクを用いて前記金属膜が所定厚さになるまで第１のエッチングを
行う工程と、前記第１のエッチングにより形成された柱状部の側面を保護する第２のマス
クを形成し、前記第１のマスク及び前記第２のマスクを用いて前記パッケージ基板が露出
するまで第２のエッチングを行う工程と、パッケージ毎に、前記パッケージ基板の表面に
前記半導体チップを載置し、前記電極を前記電極パッドに電気的に接続する工程と、前記
表面側端子の一端が露出するように、前記フレーム基板上に前記表面側端子と同じ高さの
封止樹脂層を形成し、前記半導体チップの各々を封止樹脂で封止する工程と、前記半導体
チップの各々がパッケージ毎に収納されると共に、前記電極パッド、前記外部接続パッド
、前記表面側端子、及び前記封止樹脂層の各々がパッケージ毎に形成された前記フレーム
基板をスクライビングして、個々のパッケージに分割する工程と、を含むことを特徴とし
ている。
【００１５】
　前記再配線パッドと前記接続配線とを更に含む半導体装置の場合には、前記フレーム基
板をスクライビングして個々のパッケージに分割する前に、前記封止樹脂層の表面に、パ
ッケージ毎に、再配線パッドを形成すると共に、前記表面側端子の他端と前記再配線パッ
ドとを電気的に接続する接続配線を形成する工程を実施し、その後で、前記半導体チップ
の各々がパッケージ毎に収納されると共に、前記電極パッド、前記外部接続パッド、前記
表面側端子、前記封止樹脂層、前記再配線パッド、及び前記接続配線の各々がパッケージ
毎に形成された前記フレーム基板をスクライビングして、個々のパッケージに分割する工
程を実施する。
【００１６】
　本発明の製造方法において、前記金属膜の表面に形成される前記第１のマスクは、前記
電極パッドの前記表面側端子と接続される接続パッド部の各々に対向する位置に小円形の
マスクが複数配置されたパターンで形成することができる。
【００１７】
　また、第２のエッチングを、第１のエッチングよりもサイドエッチが大きくなる条件で
行うことにより、前記表面側端子の前記電極パッドと電気的に接続される一端側を、前記
封止樹脂層の表面に露出する他端側よりも細くすることができる。
【００１８】
　また、前記第２のマスクと共に、前記第１のエッチング後に残った金属膜の表面に前記
第２のマスクから前記半導体チップが配置される方向に延びる第３のマスクを更に形成し
、前記第１のマスク、前記第２のマスク、及び前記第３のマスクを用いて前記パッケージ
基板が露出するまで第２のエッチングを行って、前記表面側端子の前記電極パッドと電気
的に接続される一端側に、前記半導体チップが配置される方向に突き出した段差部を形成
することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、他のパッケージとの接続信頼性及び耐湿信頼性に優れた構造の両面電
極パッケージを、簡易且つ低コストに製造することができる、という効果がある。また、
柱状の表面側端子の構造を工夫することで、半導体チップのピンの数や大きさに応じて、
任意のレイアウトで内部配線（電極パッド）を形成することができる、という効果がある
。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態の一例を詳細に説明する。
【００２１】
＜第１の実施の形態＞
[両面電極パッケージ]
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図で
ある。第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０は、樹脂やセラミクスなどの絶縁
体で構成された平板状のコア材１６を備えている。コア材１６には、コア材１６を貫通す
るビア２４が複数形成されている。各々のビア２４内に、導電性材料２６が充填されて、
貫通電極２８とされている。貫通電極２８の一端はコア材１６の表面に露出し、貫通電極
２８の他端はコア材１６の裏面に露出している。
【００２２】
　また、コア材１６の表面には、所定のレイアウトで、ＬＳＩチップ等の半導体チップ４
４を接続するための複数の電極パッド１８と、複数の表面側端子３６と、電極パッド１８
と貫通電極２８の一端又は表面側端子３６の一端とを電気的に接続する複数の配線２０と
、が形成されている。複数の電極パッド１８は、内側と外側の２列に配列されている。柱
状（ポスト状）の表面側端子３６の各々は、コア材１６の表面に形成された配線２０上に
、コア材１６に対して略垂直に立てられている。なお、電極パッド１８と配線２０とが、
本発明の「電極パッド」に相当する。
【００２３】
　以下では、内側と外側の電極パッド１８を区別する必要がない場合には、電極パッド１
８と総称する。一方、内側と外側の電極パッド１８を区別する必要がある場合には、内側
の電極パッド１８を内側電極パッド１８inと称し、外側の電極パッド１８を外側電極パッ
ド１８outと称する。
【００２４】
　また、配線２０についても、内側と外側の配線２０を区別する必要がない場合には、配
線２０と総称する。一方、内側と外側の配線２０を区別する必要がある場合には、内側電
極パッド１８inと貫通電極２８の一端とを接続する配線２０を内側配線２０inと称し、外
側電極パッド１８outと表面側端子３６の一端とを接続する配線２０を外側配線２０outと
称する。
【００２５】
　コア材１６の裏面には、貫通電極２８の露出部を覆うように、外部接続用のランド３０
が複数形成されている。コア材１６の裏面に露出した貫通電極２８の他端は、このランド
３０に電気的に接続されている。また、コア材１６の裏面は、ランド３０を残して、ソル
ダレジスト４２で被覆されている。
【００２６】
　上述した電極パッド１８、配線２０、貫通電極２８、ランド３０、及びソルダレジスト
４２が形成されたコア材１６が、パッケージ基板１２である。パッケージ基板１２は、平
面視が矩形状であり、そのサイズは半導体チップ４４の平面サイズよりも大きい（図２（
Ａ）参照）。電極パッド１８、配線２０、及びランド３０の各々は、コア材１６の表面又
は裏面に、半田ペースト等の導電性材料を所定のパターンで塗布するなどして形成されて
いる。表面側端子３６は、銅（Ｃｕ）等の金属で形成されている。ソルダレジスト４２は
、コア材１６の裏面に、耐熱性の樹脂材料を塗布するなどして形成されている。
【００２７】
　パッケージ基板１２の中央部には、ＬＳＩチップ等の半導体チップ４４が載置（マウン
ト）されている。半導体チップ４４の裏面は、ダイボンド材４６によりパッケージ基板１
２の表面に接着されている。半導体チップ４４の表面には、図示しない複数の電極が形成
されている。半導体チップ４４のこれら電極と電極パッド１８との間に、金（Ａｕ）細線
などの金属ワイヤ４８がループ状に架け渡されて、半導体チップ４４がパッケージ基板１
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２にワイヤボンディングされている。即ち、金属ワイヤ４８の一端が半導体チップ４４の
電極と電気的に接続されると共に、金属ワイヤ４８の他端が電極パッド１８と電気的に接
続されている。
【００２８】
　半導体チップ４４は、封止樹脂層５０によって封止されている。封止樹脂層５０は、エ
ポキシ樹脂などの封止樹脂をモールド成型する等して形成される。同様に、電極パッド１
８、配線２０、及び金属ワイヤ４８も、封止樹脂層５０により封止されている。封止樹脂
層５０の表面５０Ａは、表面側端子３６と同じ高さとされている。このため、封止樹脂層
５０の表面５０Ａには、表面側端子３６の端面３６Ａ（図４参照）が複数露出している。
換言すれば、パッケージ基板１２の表面は、端面３６Ａを残して、封止樹脂層５０で被覆
されている。
【００２９】
　封止樹脂層５０の表面５０Ａ上には、上側に積層される他の両面電極パッケージと接続
するための外部接続端子として、複数の再配線パッド５２が形成されている。また、表面
５０Ａ上には、これらの再配線パッド５２と端面３６Ａとを一対一で接続する配線５４が
形成されて、封止樹脂層５０の表面で再配線が行われている。なお、両面電極パッケージ
１０の表面は、再配線パッド５２だけを残して、ソルダレジストで被覆されていてもよい
。また、再配線パッド５２と配線５４とが形成される前のパッケージを、両面電極パッケ
ージ１０Ａと称する。
【００３０】
　図２（Ａ）は半導体チップ４４がマウントされる前のパッケージ基板１２を表面側から
見た平面図である。図２（Ｂ）は、図２（Ａ）の矩形状のパッケージ基板１２の表面の約
１／４の領域３２の様子を図示している。なお、本実施の形態では、パッケージ基板１２
の大きさは１３ｍｍ×１３ｍｍである。また、図１は図２のＡ－Ａ断面図に相当する。
【００３１】
　図２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、パッケージ基板１２の半導体チップ４４が配置さ
れるチップ配置領域１４（図２（Ａ）において点線で囲んだ領域）には、貫通電極２８の
端面が露出している。本実施の形態では、パッケージ基板１２の中央部には、１１４個の
貫通電極２８が、中央の数個を除いた１１×１１のマトリクス状に配置されている。また
、パッケージ基板１２の周辺部には、配線２０を介して表面側端子３６と対向するように
、１０６個の貫通電極２８が配置されている。
【００３２】
　パッケージ基板１２のチップ配置領域１４の外側には、チップ配置領域１４を四角く取
り囲むように、１５６個の内側電極パッド１８inが、１辺に３９個ずつ配置されている。
また、内側電極パッド１８inの外側には、チップ配置領域１４を四角く取り囲むように、
１６０個の外側電極パッド１８outが、１辺に４０個ずつ配置されている。上述した通り
、本実施の形態では、パッケージ基板１２の大きさは１３ｍｍ×１３ｍｍであり、パッケ
ージ基板１２の外周より約２ｍｍ内側の仮想線（図２（Ｂ）の一点鎖線）を挟んで、この
仮想線の内側に内側電極パッド１８inが配列され、仮想線の外側に外側電極パッド１８ou

tが配列されている。
【００３３】
　即ち、複数の電極パッド１８は、内側と外側の２列に配列されている。また、図示した
とおり、隣接する２個の内側電極パッド１８inの間に外側電極パッド１８outが対向する
ように、内側電極パッド１８inと外側電極パッド１８outとは千鳥状に配列されている。
このように、複数の電極パッド１８を、複数列に配列したり、千鳥状に配列することで、
配線を容易にして配列する電極パッド１８の個数を増やすことが可能になる。
【００３４】
　パッケージ基板１２の電極パッド１８の外側には、電極パッド１８及びチップ配置領域
１４を四角く取り囲むように、１０６個の表面側端子３６が配置されている。上述した通
り、本実施の形態では、パッケージ基板１２の大きさは１３ｍｍ×１３ｍｍであり、パッ
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ケージ基板１２の外周より約１．３ｍの範囲に、複数の表面側端子３６が配置されている
。
【００３５】
　本実施の形態では、矩形状のパッケージ基板１２の一辺あたり、２９個又は２４個の表
面側端子３６が配置されている。２９個の表面側端子３６が配列されている領域では、内
側に８個と外側に２１個の２列に配列されている。２４個の表面側端子３６が配列されて
いる領域では、内側に８個と外側に１６個の２列に配列されている。
【００３６】
　また、部分的に見れば、隣接する２個の外側の表面側端子３６の間に内側の表面側端子
３６が対向するように、千鳥状に配列されている。電極パッド１８と同様に、複数の表面
側端子３６を、複数列に配列したり、千鳥状に配列することで、配線を容易にして配列す
る表面側端子３６の個数を増やすことが可能になる。
【００３７】
　パッケージ基板１２の表面には、貫通電極２８の一端と内側電極パッド１８inとを一対
一で接続するように内側配線２０inが所定のパターンで適宜設けられると共に、表面側端
子３６の一端と外側電極パッド１８outとを一対一で接続する外側配線２０outが所定のパ
ターンで適宜設けられている。本実施の形態では、１１４個の貫通電極２８に対応して１
１４本の内側配線２０inが設けられている。また、１０６個の表面側端子３６に対応して
１０６本の外側配線２０outが設けられている。
【００３８】
　なお、図２（Ａ）及び（Ｂ）は、パッケージ基板１２におけるレイアウトの一例を示し
たに過ぎない。パッケージ基板１２の電極パッド１８、配線２０、貫通電極２８、及び表
面側端子３６の個数や配置は、半導体チップ４４の電極（ピン）の数や、半導体チップ４
４の大きさなどに応じて、適宜変更することができる。パッケージ基板１２の大きさも半
導体チップ４４の大きさなどに応じて、適宜変更することができる。
【００３９】
　特に、本発明では、他の実施の形態で説明するように、表面側端子３６の形状を工夫す
ることが可能で、レイアウトの自由度が従来以上に向上する。また、後述するように、本
発明では、表面側端子３６と封止樹脂との密着性が良いので、表面側端子３６の個数を増
やすことで、表面側端子３６と封止樹脂層５０とを、より強固に接着することができる。
【００４０】
　図３は表面側端子３６の形状を示す斜視図である。図３は、図２（Ｂ）の点線で囲んだ
領域２２に在る２個の表面側端子３６を斜め上から見たときの斜視図である。外側配線２
０outの端部は、表面側端子３６の断面（略円形）よりひとまわり大きいドロップ状のパ
ターンに形成されている。上述した通り、円柱状（ポスト状）の表面側端子３６の各々は
、配線２０のドロップ状の端部の上に、略垂直に立てられている。また、表面側端子３６
の各々は、側面に周方向に沿って全周にわたり形成された複数の突条（周方向に連続した
凸部）を備えている。
【００４１】
　本実施の形態では、表面側端子３６の各々は３個の突条を備えている。この複数の突条
により、柱状の表面側端子３６の側面には、波打つような凹凸が形成されている。なお、
表面側端子３６の平坦な頂上部分が、後述する端面３６Ａ（図４参照）として封止樹脂層
５０から露出することになる。
【００４２】
　表面側端子３６の周囲は封止樹脂により埋められるが、表面側端子３６が側面に凹凸を
備えることで、封止樹脂との密着性が顕著に向上する。このため、表面側端子３６と封止
樹脂層５０とが剥離しにくくなり、両面電極パッケージ１０の耐湿信頼性が顕著に向上す
る。また、封止樹脂との密着性が顕著に向上することは、両面電極パッケージ１０が曝さ
れる環境温度が変化して、金属製の表面側端子３６が膨張・収縮しても、封止樹脂層５０
がそれに追従することを意味する。このため、反りなどにより電気的な接続が困難になる
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おそれが少なく、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
【００４３】
　表面側端子３６の高さは、０．１～０．３ｍｍ程度とすることができる。一般に、半導
体チップ４４の厚さは５０～１００μｍ程度である。表面側端子３６の高さは、半導体チ
ップ４４の厚さの２倍～３倍程度にするのが好ましい。
【００４４】
　図４は両面電極パッケージ１０を表面側から見た部分平面図である。両面電極パッケー
ジ１０の表面の約１／４の領域の様子を図示している。また、図１は図４のＡ－Ａ断面図
に相当する。図１で説明したように、半導体チップ４４がマウントされたパッケージ基板
１２の表面は、表面側端子３６の端面３６Ａを残して、封止樹脂層５０で被覆されている
。また、封止樹脂層５０の表面５０Ａ上には、複数の再配線パッド５２と、これと端面３
６Ａとを一対一で接続する配線５４と、が形成されている。
【００４５】
　上述した通り、本実施の形態では、１０６個の表面側端子３６が配置されている。柱状
の表面側端子３６は、パッケージ基板１２に対し略垂直に立てられているので、表面側端
子３６の端面３６Ａは、表面側端子３６の各々に対応する位置に露出することになる。本
実施の形態では、両面電極パッケージ１０の表面には、１０６個の端面３６Ａが露出して
いる。
【００４６】
　また、本実施の形態では、両面電極パッケージ１０の表面には、１０４個の再配線パッ
ド５２が設けられている。再配線パッド５２の各々は、配線５４により何れかの端面３６
Ａと一対一で電気的に接続されている。本実施の形態では、両面電極パッケージ１０の表
面には、再配線パッド５２の個数に応じて、１０４本の配線５４が設けられている。封止
樹脂層５０の表面は平坦で、再配線パッド５２を任意のレイアウトで配置（再配線）する
ことができるので、上側に積層されるパッケージとの接続が非常に容易になる。言うまで
も無いが、再配線パッド５２の個数や配置は、上側に積層されるパッケージの外部接続端
子の位置などに応じて、適宜変更することができる。
【００４７】
[両面電極パッケージの製造方法]
　次に、上述した両面電極パッケージ１０を製造する製造方法について説明する。図５～
図１２は第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０の製造工程を示す図である。こ
の製造工程では、図５に示すように、複数のパッケージ基板１２が形成された単一の基板
フレーム６０が用いられる。この基板フレーム６０上には、パッケージ基板毎に、両面電
極パッケージの構造が形成される。最後に、基板フレーム６０をダイシングすることによ
り、個々の両面電極パッケージに分割（個片化）される。以下、両面電極パッケージ１０
の製造工程を、順を追って説明する。
【００４８】
（基板フレームの準備工程）
　まず、複数のパッケージ基板１２が形成された単一の基板フレーム６０を用意する。図
５、図６及び図７は基板フレーム６０の準備工程を示す図である。図５は基板フレーム６
０を表面側から見た平面図である。図６は基板フレーム６０の部分断面図である。
【００４９】
　長尺状の基板フレーム６０には、複数のパッケージ基板１２が形成されている。ここで
は、図５に示すように、基板フレーム６０には、３６個のパッケージ基板１２が配置され
ている。３６個のパッケージ基板１２は、９個ずつ４組に分けられている。１つの組では
、９個のパッケージ基板１２が３×３のマトリクス状に配置されている。各組は、基板フ
レーム６０の長さ方向に沿って、所定間隔をへだてて配置されている。なお、図２（Ｂ）
等では、個々のパッケージ基板１２の図面左上の約１／４の領域３２だけを図示している
。
【００５０】
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　図６には、２個のパッケージ基板１２を含む部分のみを図示している。図中、点線で囲
んだ部分が、図１及び図２に示す１個のパッケージ基板１２に相当する。基板フレーム６
０は、平板状のコア材１６を備えている。コア材１６には、複数の電極パッド１８、複数
の配線２０、複数の貫通電極２８、複数のランド３０、複数の表面側端子３６、及びソル
ダレジスト４２が、パッケージ基板１２毎に形成されている。
【００５１】
　コア材１６やソルダレジスト４２は、絶縁体で構成されている。絶縁体としては、有機
樹脂などが好ましい。ソルダレジスト４２は、コア材１６の裏面に、耐熱性の樹脂を塗布
するなどして形成されている。表面側端子３６は、コア材１６に電極パッド１８、配線２
０、貫通電極２８、ランド３０、及びソルダレジスト４２を形成した後で形成する。表面
側端子３６の作製方法については、後で詳細に説明する。
【００５２】
　また、電極パッド１８、配線２０、貫通電極２８のビア２４に充填される導電性材料２
６、及びランド３０等は、当然ながら導電性の材料で構成されている。電極パッド１８、
配線２０、及びランド３０の各々は、コア材１６の表面又は裏面に、半田ペースト等の導
電性材料を所定のパターンで塗布するなどして形成されている。導電性材料としては、電
気抵抗の低い材料が好ましい。
【００５３】
　後述する通り、電極パッド１８、配線２０などを形成した後に、金属製の表面側端子３
６をエッチングで形成するので、電極パッド１８、配線２０には、エッチング液に不溶な
導電性材料を使用することが好ましい。本実施の形態では、銅製の表面側端子３６を形成
するので、電極パッド１８、配線２０には、エッチング液である塩化第二鉄の水溶液に不
溶な導電性材料を使用することが好ましい。例えば、半田ペーストして汎用されているス
ズ鉛（ＳｎＰｂ）などを用いることができる。
【００５４】
　図７（Ａ）～（Ｆ）は、各パッケージ基板に表面側端子３６を形成する工程を示す図で
ある。これらの工程は、３段階のウエットエッチング工程からなっている。なお、各パッ
ケージ基板には、複数の表面側端子３６が形成されるが、図７（Ａ）～（Ｆ）では、１個
の表面側端子３６が形成されるところを図示している。
【００５５】
　まず、図７（Ａ）に示すように、電極パッド１８、配線２０、貫通電極２８、ランド３
０、ソルダレジスト４２が形成されたコア材１６の表面に、厚さｄの銅箔５６を貼り付け
る。銅箔５６の厚さｄは０．１～０．３ｍｍとすることができる。この銅箔５６の表面５
６Ａに、円柱状の表面側端子３６を複数形成するために、エッチング用のマスク５８Ａを
複数形成する。マスク５８Ａの各々は、コア材１６表面に形成された配線２０のドロップ
状の端部に対向する位置に、所定のパターンで形成される。本実施の形態では、小さな円
形のマスク５８Ａを複数形成する。
【００５６】
　次に、図７（Ｂ）に示すように、マスク５８Ａの各々を用いて、銅箔５６を表面５６Ａ
から約１／３ｄの深さまでエッチングする。銅箔５６のエッチングには、塩化第二鉄の水
溶液がエッチング液として用いられる。ウエットエッチングは、浸漬方式で行ってもよく
、スピン方式で行っても良い。銅箔５６が約１／３ｄの深さまでエッチングされると、各
マスク５８Ａの下方に約１／３ｄの高さで柱状の銅箔（Ｃｕポスト）が残ると共に、同じ
深さで銅箔５６の他の部分が除去されて、銅箔５６の新たな表面５６Ｂが露出する。また
、ウエットエッチングは等方的に進行するため、マスク５８Ａの下方までサイドエッチさ
れる。このため、Ｃｕポストの各々は典型的な円柱状ではなく、その側面３６Ｂには周方
向に連続した凹部が形成される。
【００５７】
　次に、図７（Ｃ）に示すように、Ｃｕポスト各々の頂上のマスク５８Ａは残したまま、
Ｃｕポスト各々の側面３６Ｂにマスク５８Ｂを形成する。図７（Ｄ）に示すように、マス
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ク５８Ａとマスク５８Ｂとを用いて、銅箔５６を表面５６Ａから約２／３ｄの深さまでエ
ッチングする。銅箔５６が約２／３ｄの深さまでエッチングされると、各マスク５８Ａの
下方に柱状の銅箔（Ｃｕポスト）が残ると共に、同じ深さで銅箔５６の他の部分が除去さ
れて、銅箔５６の新たな表面５６Ｃが露出する。また、新たに形成されたＣｕポストもサ
イドエッチされて、その側面３６Ｃには周方向に連続した凹部が形成される。
【００５８】
　次に、図７（Ｅ）に示すように、Ｃｕポスト各々の頂上のマスク５８Ａと側面のマスク
５８Ｂは残したまま、新たに形成されたＣｕポスト各々の側面３６Ｃにマスク５８Ｃを形
成する。図７（Ｆ）に示すように、マスク５８Ａとマスク５８Ｂとマスク５８Ｃとを用い
て、銅箔５６をコア材１６の表面が露出するまでエッチングする。
【００５９】
　銅箔５６がコア材１６の表面が露出するまでエッチングされると、マスク５８Ａの下方
に柱状の銅箔（Ｃｕポスト）が残ると共に、他の銅箔が全部除去されて、コア材１６と共
にコア材１６の表面に形成された電極パッド１８、配線２０、貫通電極２８の端面が露出
する。また、新たに形成されたＣｕポストもサイドエッチされて、その側面３６Ｄには周
方向に連続した凹部が形成される。最後に、マスク５８Ａ、マスク５８Ｂ、及びマスク５
８Ｃを除去すると、端面３６Ａが平坦で、側面に凹凸が形成された円柱状の表面側端子３
６が完成する。
【００６０】
　完成した表面側端子３６の側面には、周方向に連続した凹部が形成された側面３６Ｂ、
側面３６Ｃ、側面３６Ｄが頂上からこの順に形成される。このため、例えば側面３６Ｂと
側面３６Ｃとの間には、突条（周方向に連続した凸部）が形成される。端面３６Ａと側面
３６Ｂとの間、側面３６Ｃと側面３６Ｄとの間にも、同様に突条が形成される。
【００６１】
　銅箔５６のウエットエッチングを複数回に分けて行うことで、エッチングの回数に応じ
た個数の突条を得ることができる。本実施の形態では、銅箔５６のウエットエッチングを
３段階に分けて行うことで、側面に３本の突条を備えた表面側端子３６を得ることができ
る。また、本実施の形態では、３回のエッチングを同様の条件で行う等して、側面３６Ｂ
、側面３６Ｃ、側面３６Ｄが略同じ形状になるようにしている。
【００６２】
　突条の個数は３個に限られず、２個でもよく４個以上でもよい。突条の個数が増えるほ
ど、エッチングの回数が増えて作製工程は煩雑化するが、封止樹脂との密着性は向上する
。突条の形状としては、断面が略三角形の先が尖った形状等が考えられるが、頂部が平坦
な形状でもよい。また、表面側端子３６の高さは０．１～０．３ｍｍとすることができる
。表面側端子３６の最も太い部分での径（凸部での径）は、表面側端子３６の高さの約０
．５～１．０倍が好ましく、０．０５～０．３ｍｍ程度とすることができる。
【００６３】
　表面側端子３６の凹部での径は、凸部での径の８０％程度とすることが好ましい。例え
ば、表面側端子３６の凸部での径が０．１５ｍｍであれば、凹部の径を０．１２ｍｍとす
ることができる。突条の高さが高くなるほど、エッチングの条件設定は難しくなるが、封
止樹脂との密着性は向上する。なお、円柱状の表面側端子３６の径とは、表面側端子３６
をパッケージ基板１２（コア材１６）表面に平行な面で切断したときの切断面の径である
。円柱状の表面側端子３６では、切断面は円形であり、「径」とはその直径を意味してい
る。
【００６４】
（半導体チップの配置工程）
　次に、個々のパッケージ基板１２のチップ配置領域１４に、半導体チップ４４を配置す
る。図８は半導体チップの配置工程を示す基板フレームの部分断面図である。ＩＣチップ
やＬＳＩチップなどの半導体チップ４４は、同じ回路を複数形成した半導体ウェーハを、
個々の回路に分割（ダイシング）して作製されている。半導体チップ４４の表面には、図
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示はしていないが、複数の電極が設けられている。
【００６５】
　パッケージ基板１２中央のチップ配置領域１４に、チップ固定用のダイボンド材４６を
貼り付ける。ダイボンド材４６は、絶縁性の接着材であり、例えば、粘着シートなどを用
いることができる。このダイボンド材４６を用いて、半導体チップ４４の裏面をパッケー
ジ基板１２に接着する。これにより、半導体チップ４４がパッケージ基板１２の表面に固
定される。図５に示すように、基板フレーム６０には複数のパッケージ基板１２が形成さ
れている。これら複数のパッケージ基板１２の各々について、半導体チップ４４を固定す
る。
【００６６】
　次に、例えばワイヤーボンダー等のボンディング装置を用いて、半導体チップ４４の表
面に設けられた電極と電極パッド１８とを、金属ワイヤ４８によりワイヤボンディングす
る。金属ワイヤ４８としては、金（Ａｕ）の細線を用いることができる。図８に示すよう
に、金属ワイヤ４８は、半導体チップ４４と電極パッド１８との間に、ループ状に架け渡
される。このとき、金属ワイヤ４８のループ高さは、表面側端子３６の高さより低くする
。
【００６７】
（半導体チップの封止工程）
　次に、半導体チップ４４を封止樹脂により封止する。
　図９（Ａ）及び（Ｂ）は半導体チップの封止工程を示す図である。図９（Ａ）は樹脂封
止された基板フレームの部分断面図であり、図９（Ｂ）は樹脂封止された基板フレームを
表面側から見た平面図である。
【００６８】
　封止樹脂による封止は、各々のチップ配置領域１４に半導体チップ４４が配置された基
板フレーム６０を、図示しないモールド金型にセットしてトランスファー法により行う。
このモールド金型内に、封止樹脂を注入、充填することにより、基板フレーム６０の表面
を封止樹脂５０Ｍで被覆する。
【００６９】
　複数のパッケージ基板１２が形成された領域６２（点線で示す）より広い範囲を、封止
樹脂５０Ｍで被覆する。封止樹脂としては、エポキシ樹脂を用いることができる。封止樹
脂は、半導体チップ４４と基板フレーム６０との隙間を埋めるように充填される。また、
表面側端子３６が封止樹脂５０Ｍで覆われるように、基板フレーム６０の表面を封止樹脂
５０Ｍで被覆する。
【００７０】
　モールド終了後に、基板フレーム６０をモールド金型から取り出して、封止工程が終了
する。基板フレーム６０の表面を封止樹脂５０Ｍで被覆することで、半導体チップ４４と
共に、電極パッド１８、配線２０、及び金属ワイヤ４８も同時に封止される。また、領域
６２より広い範囲を封止樹脂５０Ｍで被覆することで、各々のチップ配置領域１４に配置
された半導体チップ４４が一括して封止される。
【００７１】
（封止樹脂の研削工程）
　次に、封止樹脂５０Ｍを表面側から研削する。
　図１０は封止樹脂の研削工程を示す図であり、研削後の基板フレームの部分断面図であ
る。基板フレーム６０の表面を封止樹脂５０Ｍで被覆した後に、グラインダー等の研削装
置を用いて、表面側端子３６の端面３６Ａが露出するまで、封止樹脂５０Ｍを表面側から
研削（グラインド）する。こうして封止樹脂層５０は、表面側端子３６と同じ高さに形成
され、封止樹脂層５０の表面５０Ａは端面３６Ａと同一表面となる。また、表面５０Ａは
、コア材１６の表面に平行となる。
【００７２】
　なお、上記では封止樹脂５０Ｍを厚めに形成した後に、形成された封止樹脂５０Ｍを表
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面側から研削して、封止樹脂層５０を形成する例について説明したが、トランスファー法
（モールド成型）により、表面側端子３６の端面３６Ａと同じ高さの封止樹脂層５０を形
成してもよい。但し、従来のトランスファー法で薄い封止樹脂層５０を形成するためには
、高度な金型作製技術が必要になる。これに対し、モールドした封止樹脂５０Ｍを表面側
から研削することで、薄い封止樹脂層５０を形成することが容易になる。
【００７３】
　いずれにしても、基板フレーム６０の表面は、表面側端子３６の端面３６Ａを除いて封
止樹脂層５０で一様に被覆されることになる。従って、基板フレーム６０の表面が、熱膨
張率や熱収縮率の異なる複数種類の樹脂で覆われている場合に比べて、樹脂の剥離が発生
し難い。
【００７４】
（再配線工程）
　次に、封止樹脂層５０の表面５０Ａ上で再配線を行う。
　図１１は再配線工程を示す図であり、再配線後の基板フレームの部分断面図である。
【００７５】
　封止樹脂層５０の表面５０Ａ上に、金属ナノ粒子により、所定の再配線パターンで再配
線パッド５２と配線５４とを形成する。本実施の形態では、表面側端子３６の端面３６Ａ
と封止樹脂層５０の表面５０Ａとが同じ高さ（同一表面）に形成されているので、再配線
パターンの形成が容易である。また、研削で得られた表面５０Ａは粗面であるため、再配
線パッド５２、配線５４との接着性に優れている。
【００７６】
　金属ナノ粒子は、粒径が１～１００ｎｍ程度の金属粒子である。金属ナノ粒子としては
、例えば、銅ナノ粒子を用いることができる。また、再配線パターンは、金属ナノ粒子を
含むインクを用いたインクジェット・プリントや、金属ナノ粒子を含むペーストを用いた
スクリーン印刷により形成することができる。金属ナノ粒子を含むインクやペーストを用
いた場合には、再配線パターンを形成した後に、原子状水素を用いた還元を実施して、有
機溶媒等による汚れや酸化物を除去する。
【００７７】
（ダイシング工程）
　最後に、基板フレーム６０をダイシングして各パッケージを個片化する。
　図１２（Ａ）及び（Ｂ）はダイシング工程を示す図である。図１２（Ａ）はダイシング
時の基板フレームの部分断面図であり、図１２（Ｂ）はダイシング時の基板フレームを表
面側から見た平面図である。図１２（Ｂ）の平面図は、１組（９個）のパッケージ基板１
２に対応した基板フレーム６０の一部を図示する。
【００７８】
　基板フレーム６０上には、複数のパッケージ構造６４が形成されている。本実施の形態
では、図１２（Ｂ）に示すように、基板フレーム６０の図示された部分には、９個の両面
電極パッケージ構造６４が３×３のマトリクス状に配置されている。図示しないブレード
を矢印方向に移動させて、基板フレーム６０を碁盤目状にソーカットして、両面電極パッ
ケージ構造６４の各々を個片化する。また、ソーカットにより、ブレードの通過領域６６
の基板フレーム６０が切除される。ブレードとしては、ダイヤモンドブレード等を用いる
ことができる。これにより、第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０が完成する
。
【００７９】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、表面側端子３６の周囲は封止樹脂により埋
められるが、表面側端子３６が側面に複数の突条を備えているので、アンカー効果により
封止樹脂との密着性が顕著に向上する。このため、表面側端子３６と封止樹脂層５０とが
剥離しにくくなり、両面電極パッケージ１０の耐湿信頼性が顕著に向上する。
【００８０】
　また、封止樹脂との密着性が顕著に向上することは、両面電極パッケージ１０が曝され
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る環境温度が変化して、金属製の表面側端子３６が膨張・収縮しても、封止樹脂層５０が
それに追従することを意味する。このため、反りなどにより電気的な接続が困難になるお
それが少なく、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
【００８１】
　また、本実施の形態によれば、金属性の表面側端子３６は、積層された銅箔のエッチン
グによりパッケージ基板１２上に形成されるので、金属端子を半田付けして形成する場合
などに比べて、熱歪みの集中する箇所がないので、環境温度の変化に対する耐久性が高い
。
【００８２】
　また、本実施の形態に係る両面電極パッケージ１０は、パッケージ基板１２に形成され
た表面側端子３６の周囲を埋めるように封止樹脂層５０が形成されるシンプルな構造を有
しているので、パッケージ基板のザグリ加工や多数の貫通孔のレーザ加工など複雑な加工
を行うことなく、両面電極パッケージ１０を簡易且つ低コストに製造することができる。
【００８３】
　また、本実施の形態では、封止樹脂層５０の表面は平坦で、両面電極パッケージ１０の
表面において再配線パッド５２を任意のレイアウトで配置（再配線）することができるの
で、上側に積層されるパッケージとの接続が非常に容易になる。
【００８４】
　また、本実施の形態では、両面電極パッケージ１０の再配線前の表面は、一種類の封止
樹脂層５０で覆われており、熱膨張率や熱収縮率の異なる複数種類の樹脂で覆われている
場合に比べて、樹脂の剥離が発生し難く、耐湿信頼性が高い。即ち、基板実装時のリフロ
ー（半田付け）等の熱による樹脂の剥離を防止することができる。これにより、パッケー
ジ内部への水分の浸入や、再配線パターンの剥離による断線を防止することができる。
【００８５】
　また、本実施の形態では、封止樹脂５０Ｍを厚めに形成した後に、形成された封止樹脂
５０Ｍを表面側から研削して、封止樹脂層５０を形成するので、高度な金型作製技術を用
いることなく、薄い封止樹脂層５０を容易に形成することができる。また、研削面は粗面
であり、再配線パターンとの接着性に優れている。このため、再配線パターンの剥離によ
る断線が発生し難い。
【００８６】
　また、本実施の形態では、電極パッド１８や表面側端子３６を、複数列に配列したり、
千鳥状に配列することで、配線を容易にして配列する電極パッド１８や表面側端子３６の
個数を増やしている。これにより、半導体チップ４４の多ピン化にも対応できるようにな
る。特に、配列する表面側端子３６の個数を増やすことで、表面側端子３６と封止樹脂層
５０とをより強固に接着することができるようになる。
【００８７】
＜第２の実施の形態＞
[両面電極パッケージ]
　図１３は本発明の第２の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図
である。第２の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０Ｂは、配線２０と電気的に接続
される表面側端子３６Ｓの一端側（ポストの根元部分）が、他端側より細くなっている以
外は、第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０と同じ構造であるため、同じ構成
部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【００８８】
　本実施の形態でも、第１の実施の形態と同様に、表面側端子３６Ｓの各々は複数の突条
を備えている。この複数の突条により、柱状の表面側端子３６Ｓの側面には、波打つよう
な凹凸が形成されている。表面側端子３６Ｓが側面に凹凸を備えることで、封止樹脂との
密着性が顕著に向上する。また、両面電極パッケージ１０が曝される環境温度が変化して
、金属製の表面側端子３６Ｓが膨張・収縮しても、封止樹脂層５０がそれに追従するので
、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
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【００８９】
　また、上述した通り、図２（Ａ）及び（Ｂ）は、パッケージ基板１２におけるレイアウ
トの一例を示すに過ぎない。パッケージ基板１２の電極パッド１８、配線２０、貫通電極
２８、及び表面側端子３６Ｓの個数や配置は、半導体チップ４４の電極（ピン）の数や、
半導体チップ４４の大きさなどに応じて、適宜変更することができる。特に、本実施の形
態では、表面側端子３６Ｓの根元部分が細く形成されているので、半導体チップ４４の多
ピン化による基板配線のファインピッチ化にも対応することが可能になる。
【００９０】
　例えば、図３は第１の実施の形態の表面側端子３６の形状を説明する図である。図３で
は、外側配線２０outの端部は、表面側端子３６の断面（略円形）よりひとまわり大きい
ドロップ状のパターンに形成されており、円柱状の表面側端子３６は、配線２０のドロッ
プ状の端部上に略垂直に立てられている。これに対し、本実施の形態では、表面側端子３
６Ｓの根元部分が細く形成されているので、外側配線２０outの端部を他の部分と同じ幅
で形成することができる。微細な配線が可能になるのである。この通り、半導体チップ４
４の多ピン化に対応して、より多数の表面側端子３６Ｓと、より多数の外側配線２０out

とを形成することが可能になる。
【００９１】
　一方、表面側端子３６Ｓの他端側（ポストの頂上部）は、第１の実施の形態と同じ太さ
で形成されているので、表面側端子３６Ｓの端面３６Ａは、第１の実施の形態と同じ大き
さ（面積）となる。このため、封止樹脂層５０の表面での再配線に支障をきたすことはな
く、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が維持される。
【００９２】
　なお、配線２０と電気的に接続される表面側端子３６Ｓの一端側を、第１の実施の形態
のポスト根元部分より細くすると共に、表面側端子３６Ｓの他端側を、第１の実施の形態
のポスト頂上部分より太くしてもよい。表面側端子３６Ｓの端面３６Ａの面積、即ち、上
部に積層されるパッケージとの端子接合面積を大きくすることで、上部に積層されるパッ
ケージとの接続信頼性が更に向上する。
【００９３】
[両面電極パッケージの製造方法]
　次に、上述した両面電極パッケージ１０Ｂの製造方法について説明する。両面電極パッ
ケージ１０Ｂは、表面側端子３６Ｓの形成工程以外は、第１の実施の形態に係る両面電極
パッケージ１０と同様にして製造できるため、相違点以外は説明を省略する。
【００９４】
　表面側端子３６Ｓの形成工程は、第１の実施の形態と同様に、図７（Ａ）～（Ｆ）に示
す３段階のウエットエッチング工程からなっている。ポストの根元部分が細くなった表面
側端子３６Ｓも、これと略同じ方法で作製される。但し、図７（Ｆ）に示すように、銅箔
５６がコア材１６の表面が露出するまでエッチングする際に、エッチング液の濃度を上げ
る、エッチング時間を長くする等、前回よりもサイドエッチが大きくなる条件で、エッチ
ングを行うことで、新たに形成されたＣｕポストの側面３６Ｄを深くえぐる。新たに形成
されたＣｕポストは略円錐状となる。
【００９５】
　表面側端子３６Ｓの側面には、周方向に連続した凹部が形成された側面３６Ｂ、側面３
６Ｃ、側面３６Ｄが頂上からこの順に形成され、３本の突条が形成される。本実施の形態
では、第１の実施の形態と同様に、銅箔５６のウエットエッチングを３段階に分けて行い
、側面に３本の突条を備えた表面側端子３６を得ているが、コア材１６を露出させるため
の第３回目のエッチングを、第１回目と第２回目のエッチングよりも、サイドエッチが大
きくなる条件で行うことで、側面Ｄが、側面３６Ｂ及び側面３６Ｃよりも深くえぐり取ら
れ、表面側端子３６Ｓの根元部分が細くなる。
【００９６】
　なお、表面側端子３６Ｓの端面３６Ａの面積を大きくしたい場合には、図７（Ａ）に示
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すマスク５８Ａの形成工程で、マスク５８Ａの面積を大きくする。
【００９７】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、表面側端子３６Ｓの周囲は封止樹脂により
埋められるが、表面側端子３６Ｓが側面に複数の突条を備えているので、アンカー効果に
より封止樹脂との密着性が顕著に向上する。このため、表面側端子３６Ｓと封止樹脂層５
０とが剥離しにくくなり、両面電極パッケージ１０Ｂの耐湿信頼性が顕著に向上する。
【００９８】
　また、封止樹脂との密着性が顕著に向上することは、両面電極パッケージ１０Ｂが曝さ
れる環境温度が変化して、金属製の表面側端子３６Ｓが膨張・収縮しても、封止樹脂層５
０がそれに追従することを意味する。このため、反りなどにより電気的な接続が困難にな
るおそれが少なく、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
【００９９】
　また、本実施の形態によれば、金属性の表面側端子３６Ｓは、積層された銅箔のエッチ
ングによりパッケージ基板１２上に形成されるので、金属端子を半田付けして形成する場
合などに比べて、熱歪みの集中する箇所がないので、環境温度の変化に対する耐久性が高
い。
【０１００】
　また、本実施の形態に係る両面電極パッケージ１０Ｂは、パッケージ基板１２に形成さ
れた表面側端子３６Ｓの周囲を埋めるように封止樹脂層５０が形成されるシンプルな構造
を有しているので、パッケージ基板のザグリ加工や多数の貫通孔のレーザ加工など複雑な
加工を行うことなく、両面電極パッケージ１０Ｂを簡易且つ低コストに製造することがで
きる。
【０１０１】
　特に、本実施の形態では、表面側端子３６Ｓの根元部分が細く形成されているので、半
導体チップ４４の多ピン化による基板配線のファインピッチ化にも対応することが可能に
なる。例えば、表面側端子３６Ｓの根元部分を接続する配線２０の幅を細くする等して、
半導体チップ４４の多ピン化に対応して、より多数の表面側端子３６Ｓと配線２０とを形
成することが可能になる。即ち、半導体チップのピンの数に応じて、任意のレイアウトで
内部配線を形成することができる。また、配列する表面側端子３６Ｓの個数を増やすこと
で、表面側端子３６Ｓと封止樹脂層５０とをより強固に接着することができるようになる
。
【０１０２】
　また、以下の点でも第１の実施の形態と同様である。（１）両面電極パッケージ１０Ｂ
の表面において任意のレイアウトでの再配線が可能で、上側に積層されるパッケージとの
接続が非常に容易になる。（２）両面電極パッケージ１０Ｂの再配線前の表面が、一種類
の封止樹脂で覆われており、樹脂の剥離が発生し難く、耐湿信頼性が高い。（３）高度な
金型作製技術を用いることなく、研削で薄い封止樹脂層５０を容易に形成することができ
る。（４）電極パッド１８や表面側端子３６Ｓを、複数列に配列したり、千鳥状に配列す
ることで、配線を容易にして配列する電極パッド１８や表面側端子３６Ｓの個数を更に増
やすこともできる。
【０１０３】
＜第３の実施の形態＞
[両面電極パッケージ]
　図１４は本発明の第３の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図
である。第３の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０Ｃは、配線２０と電気的に接続
される表面側端子３６Ｗの一端側（ポストの根元部分）に段差部３６Ｐを備え、段差部３
６Ｐが半導体チップ４４を接続するためのボンディングパッド（図１の外側電極パッド１
８out）の役目を果す以外は、第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１０と同じ構
造であるため、同じ構成部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【０１０４】
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　本実施の形態では、表面側端子３６Ｗの段差部３６Ｐが、半導体チップ４４を接続する
ためのボンディングパッドの役目を果すので、第１の実施の形態のように、外側の電極パ
ッド（図１の外側電極パッド１８out）を設ける必要はない。また、ボンディングパッド
が表面側端子３６Ｗと一体化しているので、表面側端子３６の一端と接続される外側配線
２０outもパッド状に形成することができる。
【０１０５】
　図１５は１個の表面側端子３６Ｗを斜め上から見たときの斜視図である。外側配線２０

outは、表面側端子３６Ｗの下部断面（鍵穴形状）よりひとまわり大きいドロップ状のパ
ターンに形成されている。表面側端子３６Ｗの各々は、配線２０上に略垂直に立てられて
いる。また、表面側端子３６Ｗの各々は、側面に周方向に沿って全周にわたり形成された
複数の突条（周方向に連続した凸部）を備えている。
【０１０６】
　また、本実施の形態では、表面側端子３６Ｗの各々は、その下部に段差部３６Ｐを備え
ている。段差部３６Ｐの頂上は平坦であり、表面側端子３６Ｗは階段状である。段差部３
６Ｐは、円柱状のポストの根元部分から半導体チップ４４が配置される方向（図１５では
、電極パッド１８が配置されている方向）に突き出すように形成されている。段差部３６
Ｐの高さは、表面側端子３６Ｗの最も下側（配線２０に近い側）に設けられた突条と同じ
高さとされている。段差部３６Ｐの高さを、電極パッド１８と同じ高さにすれば、半導体
チップ４４とのワイヤボンディングがより容易になる。
【０１０７】
　本実施の形態でも、第１の実施の形態と同様に、表面側端子３６Ｗの各々は複数の突条
を備えている。この複数の突条により、柱状の表面側端子３６Ｗの側面には、波打つよう
な凹凸が形成されている。表面側端子３６Ｗが側面に凹凸を備えることで、封止樹脂との
密着性が顕著に向上する。また、両面電極パッケージ１０Ｃが曝される環境温度が変化し
て、金属製の表面側端子３６Ｗが膨張・収縮しても、封止樹脂層５０がそれに追従するの
で、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
【０１０８】
　また、上述した通り、図２（Ａ）及び（Ｂ）は、パッケージ基板１２におけるレイアウ
トの一例を示すに過ぎない。パッケージ基板１２の電極パッド１８、配線２０、貫通電極
２８、及び表面側端子３６Ｗの個数や配置は、半導体チップ４４の電極（ピン）の数や、
半導体チップ４４の大きさなどに応じて、適宜変更することができる。
【０１０９】
　特に、本実施の形態では、表面側端子３６Ｗの段差部３６Ｐがボンディングパッドの役
目を果すので、第１の実施の形態のように、外側の電極パッドを設ける必要はなく、配線
２０も簡単になる。従って、表面側端子３６Ｗの配置領域を第１の実施の形態と同様にす
ると、電極パッド１８はより外側に配置することができ、表面側端子３６Ｗの近くまで半
導体チップ４４の搭載エリアが広がる。これにより、より大きな半導体チップ４４を搭載
することができるようになる。
【０１１０】
　例えば、第１の実施の形態では、パッケージ基板１２の大きさは１３ｍｍ×１３ｍｍで
あり、パッケージ基板１２の外周より約１．３ｍの範囲に複数の表面側端子３６を配置し
、パッケージ基板１２の外周より約２ｍｍ内側に電極パッド１８を配置する例について説
明している（図２参照）。これに対して、本実施の形態であれば、パッケージ基板１２の
外周より約１．３ｍ内側に電極パッド１８を配置することができ、その内側の領域を総て
半導体チップ４４の搭載エリアとすることができる。
【０１１１】
[両面電極パッケージの製造方法]
　次に、上述した両面電極パッケージ１０Ｃの製造方法について説明する。両面電極パッ
ケージ１０Ｃは、表面側端子３６Ｗの形成工程以外は、第１の実施の形態に係る両面電極
パッケージ１０と同様にして製造できるため、相違点以外は説明を省略する。また、電極
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パッド１８及び配線２０の個数や配置は、第１の実施の形態に係る両面電極パッケージ１
０とは異なるが、電極パッド１８及び配線２０の個数や配置は製造工程で適宜変更できる
ので、ここでは説明を省略する。
【０１１２】
　表面側端子３６Ｗの形成工程は、第１の実施の形態と同様に、３段階のウエットエッチ
ング工程からなっている。段差部３６Ｐを備えた表面側端子３６Ｗも、これと略同じ方法
で作製される。第１の実施の形態と同様にして、図７（Ａ）～（Ｄ）に示すように、２回
のエッチングを行う。なお、電極パッド１８及び配線２０の個数や配置が異なる点は上述
した通りである。
【０１１３】
　図７（Ｄ）で銅箔５６が約２／３ｄの深さまでエッチングされると、各マスク５８Ａの
下方に柱状の銅箔（Ｃｕポスト）が残ると共に、同じ深さで銅箔５６の他の部分が除去さ
れて、銅箔５６の新たな表面５６Ｃが露出する。また、新たに形成されたＣｕポストもサ
イドエッチされて、その側面３６Ｃには周方向に連続した凹部が形成される。
【０１１４】
　次に、図１６（Ａ）に示すように、Ｃｕポスト各々の頂上のマスク５８Ａと側面のマス
ク５８Ｂは残したまま、新たに形成されたＣｕポスト各々の側面３６Ｃにマスク５８Ｃを
形成すると共に、表面５６Ｃ上にＣｕポストからチップ配置領域の方向に延びる矩形状の
マスク５８Ｄを形成する。図１６（Ｂ）に示すように、マスク５８Ａとマスク５８Ｂとマ
スク５８Ｃとマスク５８Ｄとを用いて、銅箔５６をコア材１６の表面が露出するまでエッ
チングする。
【０１１５】
　銅箔５６がコア材１６の表面が露出するまでエッチングされると、マスク５８Ａ及びマ
スク５８Ｄの下方に柱状の銅箔（Ｃｕポスト）が残ると共に、他の銅箔が全部除去されて
、コア材１６と共にコア材１６の表面に形成された電極パッド１８、配線２０、貫通電極
２８の端面が露出する。また、新たに形成されたＣｕポストもサイドエッチされて、その
側面３６Ｄには周方向に連続した凹部が形成される。最後に、マスク５８Ａ、マスク５８
Ｂ、マスク５８Ｃ及びマスク５８Ｄを除去すると、頂上が平坦な端面３６Ａと頂上が平坦
な段差部３６Ｐとを備え、側面に凹凸が形成された円柱状の表面側端子３６Ｗが完成する
。
【０１１６】
　完成した表面側端子３６Ｗの側面には、周方向に連続した凹部が形成された側面３６Ｂ
、側面３６Ｃ、側面３６Ｄが頂上からこの順に形成される。側面３６Ｄには、段差部３６
Ｐの側面も含まれる。側面３６Ｂと側面３６Ｃとの間には、突条（周方向に連続した凸部
）が形成される。隣接する側面間にも同様に突条が形成される。こうして、表面側端子３
６Ｗの側面には、３本の突条が形成される。
【０１１７】
　本実施の形態では、銅箔５６のウエットエッチングを３段階に分けて行うことで、側面
に３本の突条を備えた表面側端子３６Ｗを得ることができる。また、本実施の形態では、
銅箔５６が約２／３ｄの深さまでエッチングされて露出した表面５６Ｃ上に、Ｃｕポスト
からチップ配置領域の方向に延びる矩形状のマスク５８Ｄを形成し、このマスクを用いて
第３回目のエッチングを行うことで、円柱状のポストの根元部分から突き出した段差部３
６Ｐを形成することができる。
【０１１８】
　以上説明した通り、本実施の形態によれば、表面側端子３６Ｗの周囲は封止樹脂により
埋められるが、表面側端子３６Ｗが側面に複数の突条を備えているので、アンカー効果に
より封止樹脂との密着性が顕著に向上する。このため、表面側端子３６Ｗと封止樹脂層５
０とが剥離しにくくなり、両面電極パッケージ１０Ｃの耐湿信頼性が顕著に向上する。
【０１１９】
　また、封止樹脂との密着性が顕著に向上することは、両面電極パッケージ１０Ｃが曝さ
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れる環境温度が変化して、金属製の表面側端子３６Ｗが膨張・収縮しても、封止樹脂層５
０がそれに追従することを意味する。このため、反りなどにより電気的な接続が困難にな
るおそれが少なく、上部に積層されるパッケージとの接続信頼性が顕著に向上する。
【０１２０】
　また、本実施の形態によれば、金属性の表面側端子３６Ｗは、積層された銅箔のエッチ
ングによりパッケージ基板１２上に形成されるので、金属端子を半田付けして形成する場
合などに比べて、熱歪みの集中する箇所がないので、環境温度の変化に対する耐久性が高
い。
【０１２１】
　また、本実施の形態に係る両面電極パッケージ１０Ｃは、パッケージ基板１２に形成さ
れた表面側端子３６Ｗの周囲を埋めるように封止樹脂層５０が形成されるシンプルな構造
を有しているので、パッケージ基板のザグリ加工や多数の貫通孔のレーザ加工など複雑な
加工を行うことなく、両面電極パッケージ１０Ｃを簡易且つ低コストに製造することがで
きる。
【０１２２】
　特に、本実施の形態では、表面側端子３６Ｗの一端側（ポストの根元部分）に段差部３
６Ｐが形成されており、この段差部３６Ｐが半導体チップ４４を接続するためのボンディ
ングパッドの役目を果すので、表面側端子３６Ｗの近くまで半導体チップ４４の搭載エリ
アが広がり、より大きな半導体チップ４４を搭載することができるようになる。
【０１２３】
　また、以下の点でも第１の実施の形態と同様である。（１）両面電極パッケージ１０Ｃ
の表面において任意のレイアウトでの再配線が可能で、上側に積層されるパッケージとの
接続が非常に容易になる。（２）両面電極パッケージ１０Ｃの再配線前の表面が、一種類
の封止樹脂で覆われており、樹脂の剥離が発生し難く、耐湿信頼性が高い。（３）高度な
金型作製技術を用いることなく、研削で薄い封止樹脂層５０を容易に形成することができ
る。（４）電極パッド１８や表面側端子３６Ｗを、複数列に配列したり、千鳥状に配列す
ることで、配線を容易にして配列する電極パッド１８や表面側端子３６Ｗの個数を更に増
やすこともできる。
【０１２４】
＜第４の実施の形態＞
　第４の実施の形態として、２個の両面電極パッケージを積層してマザーボード上に実装
したＰＯＰモジュールの一例を示す。両面電極パッケージの構成は、第１の実施の形態と
同じであるため、同じ構成部分には同じ符号を付して説明を省略する。
【０１２５】
[ＰＯＰモジュール]
　図１７は本発明の第４の実施の形態に係るＰＯＰモジュールの構成を示す概略断面図で
ある。第４の実施の形態に係るＰＯＰモジュール７０は、マザーボード７２と、両面電極
パッケージ１０Ａと、両面電極パッケージ１０と、で構成されている。第１の実施の形態
で説明した通り、再配線パッド５２と配線５４とが形成されたパッケージが「両面電極パ
ッケージ１０」であり、再配線パッド５２と配線５４とが形成される前のパッケージが「
両面電極パッケージ１０Ａ」である。
【０１２６】
　マザーボード７２の表面には、複数の接続パッド７４が形成されている。マザーボード
７２上には、両面電極パッケージ１０Ａが積層されている。両面電極パッケージ１０Ａの
裏面側のランド３０は、半田ボール７６を介して、マザーボード７２表面の接続パッド７
４に電気的に接続されている。両面電極パッケージ１０Ａ上には、別の両面電極パッケー
ジ１０が積層されている。電極パッケージ１０Ａの表面には、表面側端子３６の端面３６
Ａが露出している。両面電極パッケージ１０の裏面側のランド３０は、半田ボール７８を
介して、両面電極パッケージ１０Ａの表面に露出した端面３６Ａに電気的に接続されてい
る。
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【０１２７】
[パッケージ積層工程]
　両面電極パッケージ１０Ａの裏面側のランド３０に、半田ボール７６を溶接する。また
、両面電極パッケージ１０Ａの表面に露出した端面３６Ａに、半田ペースト（図示せず）
を塗布し、この半田ペーストを介して半田ボール７６を溶接する。こうして、両面電極パ
ッケージ１０Ａには、半田ボール７６、７８が外部端子として形成される。両面電極パッ
ケージ１０Ａの半田ボール７６をマザーボード７２表面の接続パッド７４に圧接し、半田
ボール７８を両面電極パッケージ１０の裏面側のランド３０に圧接する。これにより、マ
ザーボード７２上に、両面電極パッケージ１０Ａ及び両面電極パッケージ１０が実装され
、ＰＯＰモジュール７０が完成する。
【０１２８】
　以上説明した通り、両面電極パッケージ１０と両面電極パッケージ１０Ａとは、側面に
複数の突条を備えた表面側端子３６を基板上に形成し、この表面側端子３６を封止樹脂層
に５０に埋め込んだ構造を備えているので、アンカー効果により表面側端子３６と封止樹
脂との密着性が顕著に向上し、反りや剥離を生じ難く、接続信頼性及び耐湿信頼性に優れ
ている。従って、本実施の形態では、両面電極パッケージ１０Ａ上に両面電極パッケージ
１０Ａを積層して、信頼性の高いＰＯＰモジュールを構成することができる。
【０１２９】
（変形例）
　以下、変形例について説明する。
【０１３０】
　第１～第３の実施の形態では、両面電極パッケージの表面に再配線パッドが形成され、
両面電極パッケージの裏面に電極パッドが形成される例について説明したが、これらパッ
ド上に更に接続端子を形成することができる。例えば、パッド上に半田ペーストを塗布し
てＬＧＡ（Land Grid Array）型パッケージとしてもよく、パッド上に半田ボールを設け
てＢＧＡ（Ball Grid Array）型パッケージとしてもよい。
【０１３１】
　また、第１～第３の実施の形態では、パッケージ基板を、絶縁体で構成された平板状の
コア材、配線、貫通電極、電極パッド、及びソルダレジストで構成する例について説明し
たが、多層配線した多層有機基板で構成することもできる。多層有機基板は、複数層（例
えば、２層～４層）からなる樹脂基板の各層にそれぞれ配線パターンを形成し、必要に応
じて各層の配線パターンを接続するためのビアホールを形成したものである。このビアホ
ールの内部には導体層が形成され、この導体層が下面側に形成された端面電極部であるラ
ンドと接続されている。
【０１３２】
　また、第１～第３の実施の形態では、１つの両面電極パッケージに１つの半導体チップ
を収容する例について説明したが、１つの両面電極パッケージに複数の半導体チップを収
容することもできる。
【０１３３】
　また、第１～第３の実施の形態では、半導体チップをワイヤボンド接続しているが、バ
ンプを介してフリップチップ接続してもよい。
【０１３４】
　また、第１～第３の実施の形態では、円柱状の表面側端子を形成する例について説明し
たが、角柱状の表面側端子としてもよい。柱状の表面側端子を基板（コア材）表面に平行
な面で切断したときの切断面の外周形状は、円、楕円、長円等の円形、四角形（正方形、
長方形、平行四辺形、ひし形）、五角形、六角形、七角形、八角形等の多角形でもよい。
【０１３５】
　また、第４の実施の形態では、第１の実施の形態の両面電極パッケージ１０と両面電極
パッケージ１０ＡとでＰＯＰモジュールを構成する例について説明したが、第２の実施の
形態の両面電極パッケージ１０Ｂ（或いはその再配線前のパッケージ）や、第３の実施の
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形態の両面電極パッケージ１０Ｃ（或いはその再配線前のパッケージ）を用いてＰＯＰモ
ジュールを構成することもできる。
【０１３６】
　従来、両面電極パッケージの表面側と裏面側を電気的に接続する貫通電極は、スルーホ
ールに導電性材料を充填する等して形成されていたため、貫通電極の径は略一定であり、
その径の下限は外部端子として形成される半田ボールの径により制限されていた。これに
対し、第２の実施の形態の両面電極パッケージ１０Ｂは、表面側端子３６Ｓの根元部分だ
けが細く形成されており、端面３６Ａの面積は変わらないので、ＰＯＰモジュールを構成
する場合にも、上側に積層されるパッケージとの接続性を損なうことなく、半導体チップ
４４の多ピン化による基板配線のファインピッチ化に対応することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図で
ある。
【図２】（Ａ）は表面側端子が形成されたパッケージ基板を表面側から見た平面図である
。（Ｂ）は、（Ａ）の約１／４の領域の様子を示す部分平面図である。
【図３】第１の実施の形態で形成される表面側端子の形状を示す斜視図である。
【図４】第１の実施の形態に係る両面電極パッケージを表面側から見た部分平面図である
。
【図５】複数のパッケージ基板が形成された基板フレームを表面側から見た平面図である
。
【図６】第１の実施の形態の表面側端子が形成された基板フレームの部分断面図である。
【図７】（Ａ）～（Ｆ）は第１の実施の形態の表面側端子を形成する工程を示す部分断面
図である。
【図８】半導体チップの配置工程を示す図であり、半導体チップがマウントされた基板フ
レームの部分断面図である。
【図９】半導体チップの封止工程を示す図である。（Ａ）は樹脂封止された基板フレーム
の部分断面図であり、（Ｂ）は樹脂封止された基板フレームを表面側から見た平面図であ
る。
【図１０】封止樹脂の研削工程を示す図であり、研削後の基板フレームの部分断面図であ
る。
【図１１】再配線工程を示す図であり、再配線後の基板フレームの部分断面図である。
【図１２】ダイシング工程を示す図である。（Ａ）はダイシング時の基板フレームの部分
断面図であり、（Ｂ）はダイシング時の基板フレームを表面側から見た平面図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図
である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態に係る両面電極パッケージの構成を示す概略断面図
である。
【図１５】第３の実施の形態で形成される表面側端子の形状を示す斜視図である。
【図１６】（Ａ）及び（Ｂ）は第３の実施の形態の表面側端子を形成する工程の一部を示
す部分断面図である。
【図１７】本発明の第４の実施の形態に係るＰＯＰモジュールの構成を示す概略断面図で
ある。
【図１８】従来のＰＯＰの代表的な構造を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１３８】
１    　　パッケージ
２    　　パッケージ
３    　　半田ボール
１０  　　両面電極パッケージ
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１０Ａ　　両面電極パッケージ
１０Ｂ　　両面電極パッケージ
１０Ｃ　　両面電極パッケージ
１２　　　パッケージ基板
１４　　　チップ配置領域
１６　　　コア材
１８  　　電極パッド
１８in      　　内側電極パッド
１８out     　　外側電極パッド
２０　　　配線
２０in      　　内側配線
２０out　　　　外側配線
２２　　　領域
２４　　　ビア
２６　　　導電性材料
２８　　　貫通電極
３０  　　ランド
３２　　　領域
３６  　　表面側端子
３６Ｓ　　表面側端子
３６Ｗ　　表面側端子
３６Ａ　　端面
３６Ｂ、３６Ｃ、３６Ｄ　　　側面
３６Ｐ　　段差部
４２　　　ソルダレジスト
４４  　　半導体チップ
４６　　　ダイボンド材
４８　　　金属ワイヤ
５０　　　封止樹脂層
５０Ａ　　表面
５０Ｍ　　封止樹脂
５２　　　再配線パッド
５４　　　配線
５６　　　銅箔
５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ　　　表面
５８Ａ、５８Ｂ、５８Ｃ、５８Ｄ　　　マスク
６０　　　基板フレーム
６２　　　領域
６４　　　両面電極パッケージ構造
６６　　　通過領域
７０　　　ＰＯＰモジュール
７２　　　マザーボード
７４　　　接続パッド
７６　　　半田ボール
７８　　　半田ボール
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